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１．概要（Summary） 

近年、電源の究極の小型であるパワーSoC(Supply on 
Chip)が注目を集めている。パワーSoC では究極の小型

化が達成できる反面、発熱密度の増加のため排熱技術

が重要となる。本研究では、絶縁性優れ、かつ熱伝導率

のダイヤモンド薄膜を絶縁層とした SOD 構造を基本構造

とし、アクティブデバイスを積層した３次元パワーSoC の穂

熱特性をシミュレーションした結果を述べる。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 本報告では、SOD 構造を有する３D パワーSoC を試作

中のため実験結果については本報告では報告しないが、

試料試作のため、酸化・拡散炉、ステッパー、リアクティブ

イオンエッチャー、プラズマ CVD 装置等を使用した。 
【実験方法】 
 シミュレーションには Synopsys 社の T-CAD を用いた

[1]。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig.１にシミュレーションに用いた基板構造を示す。絶

縁膜としてダイヤモンドとシリコン酸化膜を用いた。 

 

 絶縁膜にダイヤモンドを用いた場合、酸化膜に比べて

80K 低下した。また、非発熱層は絶縁膜にダイヤモンドを

用いた場合１００℃程度温度が低い。これらの結果よりダ 
イヤモンドを絶縁層とすることにより、効果的に排熱でき

る。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 低温(<200℃)でのウエハー接着技術を確立し、現在シ

ミュレーション結果を検証するため、SOD 構造の試料の

作製を進めている。 
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 Fig.2 Temperature of SiO2 and Diamond 

 Fig.１ Structure of substrate 


